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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic module comprising a support element, at least one semiconductor element 
that is mounted on said support element, is connected in an electrically conducting manner for emitting or detecting electro mag- 
netic radiation, and is provided with a radiation coupling surface, and at least one optical apparatus which is associated with the 
semiconductor element. A connecting layer made of a radiation-permeable, deformable material is disposed between the radiation 
coupling surface and the optical apparatus. The optical apparatus and the semiconductor element are fixed relative to each other so 
as to be pressed against one another while the connecting layer is jammed as a result thereof so as to generate a force which strives 
\^ to press the optical apparatus and the radiation coupling surface apart. The invention further relates to a method for producing such 
an optoelectronic module. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Modul mit einem Tragerelement, mindestens einem auf 
dem Tragerelement aufgebrachten und elektrisch leitend angeschlossenen Halbleiterbauelement zum Emittieren oder Detektieren 
von elektromagnetischer Strahlung, das eine Strahlungskoppelflache aufweist, und sowie mindestens eine optische Einrichtung, 
^s^l die dem Halbleiterbauelement zugeordnet ist. Zwischen der Strahlungskoppelflache und der optischen Einrichtung ist eine Ver- 

bindungsschicht aus einem strahlungsdurchlassigen, verformbaren Material angeordnet ist, wobei die optische Einrichtung und das 
Halbleiterbauelement derart relativ zueinander fixiert sind, dass sie gegeneinander gedriickt sind 
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Veroffentlicht: 

— ohne internationalen Recherchenbericht and emeut zu ver- 
dffentlichen nach Erhalt des Berichts 
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und dass die Verbindungsschicht dadurch derart gequetscht ist, dass sie eine Kraft erzeugt, die bestrebt ist die optische Einrichtung 
und die Strahlungskoppelflache auseinander zu driicken. Die Erfindung betrifft des weiteren ein Verfahren zur Herstellung eines 
solchen optoelektronischen Moduls. 
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Optoelektronisches Modul und Verfahren zu dessen Herstellung 

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Modul gemaS dem 
Oberbegrif f von Patentanspruch 1 sowie ein Verfahren zum Her- 
stellen eines optoelektronischen Moduls gemafi dem Oberbegriff 
von Patentanspruch 10. 

Diese Pat entanmel dung beansprucht die Prioritat der deutschen 
Patentanmeldung 10361650,0, deren Of f enbarungsgehalt hiermit 
durch Ruckbezug auf genommen wird. 

Bei vielen Applikationen mit Halbleiterbauelementen zum Emit- 
tieren oder Detektieren von elektromagnetischer Strahlung 
werden zusatzliche optische Einrichtungen zur Formung dieser 
elektromagnetischen Strahlung verwendet . Dabei treten oft 
signifikante Verluste an Strahlungsintensitat aufgrund von 
Reflexionen zwischen dem Halbleiterbauelement und der opti- 
schen Einrichtung auf. Dies betrifft insbesondere Refl 
an Grenzflachen zwischen dem Halbleiterbauelement und der op- 
tischen Einrichtung. 

Um derartige Reflexionen weitestgehend zu vermeiden ist es 
wichtig, die optische Einrichtung optisch moglichst gut mit 
dem Halbleiterbauelement zu verbinden, wozu insbesondere gro- 
fie Brechungsindexsprunge im Strahlengang zu vermeiden sind. 
Es ist bekannt, hierfiir Gele mit einem entsprechend angepaJS- 
ten Br echungs index zu verwenden, mittels denen Zwischenraume 
im Strahlengang zwischen dem Halbleiterbauelement und der op- 
tischen Einrichtung ausgefiillt werden . 
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Ein Nachteil bei der Verwendung derartiger Gele ist, dass ei- 
ne spezielle Fertigungstechnologie unter Verwendung von einer 
speziellen Dosieranlagen zum Aufbringen eines Geles notwendig 
ist, was einen deutlichen technischen Mehraufwand verursacht . 
Zudem sind Gele leicht irreversibel def ormierbar und somit 
fiir viele nicht-statischen Anwendungen, bei denen es zu me- 
chanischen Belastungen des Bauelementes wie Erschutterungen 
kommen kann, nur bedingt geeignet. 

Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist, ein optoelektroni- 
sches Modul der eingangs genannten Art bereitzustellen, das 

eine verbesserte optische Verbindung zwischen dem Halbleiter- 
bauelement und der optischen Einrichtung aufweist. Weiterhin 
soil ein einf aches und kostengiinstiges Verfahren zur Herstel- 
lung eines derartigen optoelektronischen Moduls angegeben 
we r den . 

Diese Aufgaben werden mit einem optoelektronischen Modul ge- 
mafi Anspruch 1 beziehungsweise durch ein Verfahren gemafi An- 
spruch 10 gelost. Bevorzugte Weiterbildungen und vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der abhangigen 
Anspriiche . 

Erf indungsgemaK ist bei einem optoelektronischen Modul der 
eingangs genannten Art zwischen der Strahlungskoppelf lache 
und der optischen Einrichtung eine Verbindungsschicht aus ei- 
nem strahlungsdurchlassigen, verformbaren Material angeord- 
net . Die optische Einrichtung und das Halbleiterbauelement 
sind derart relativ zueinander fixiert, dass sie gegeneinan- 
der gedruckt sind und dass die Verbindungsschicht dadurch 
derart gequetscht ist, dass sie eine Kraft erzeugt, die be- 
strebt ist die optische Einrichtung und die Strahlungskoppel- 
f lache auseinander zu driicken, 
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Unter einer „Strahlungskoppelf lache^^ ist eine Strahlungsaus- 
koppelf lache und/oder eine Strahlungseinkoppelf lache zu ver- 
stehen, d.h. eine Flache des Halbleiterbauelements, liber die 

ung aus detn Halbleiterbauelement aus- oder in das Halb- 
leiterbauelement eingekoppelt wird . 

//Gegeneinander gedruckt^^ bedeutet im Zusammenhang der Erfin- 
dung, dass die optische Einrichtung und das Halbleiterbauele- 
ment, gegen die Kraft der Verbindungsschicht , durch eine Fi- 
xiereinrichtng dauerhaft in einem gegeneinander gedriickten 
Zustand gehalten sind, wodurch auf die Verbindungsschicht ei- 
ne def ormierende Kraft einwirkt . 

Die Kraft der Verbindungsschicht wirkt der def ormierenden 
Kraft entgegen. Bei Wegf alien der def ormierenden Kraft, d.h. 
bei Wegfallen der relativen Fixierung von optischer Einrich- 
tung und Halbleiterbauelement zueinander, bewirkt die Kraft 
der Verbindungsschicht, dass die optische Einrichtung und das 
Halbleiterbauelement auseinandergedriickt werden . 

Die Verbindungsschicht ist derart beschaffen, dass durch sie 
erzeugte Kraft eine Bildung von Luftspalten zwischen der Ver- 
bindungsschicht und den angrenzenden Flachen weitestgehend 
vermieden wird. Dies gilt insbesondere fiir einen gesamten Be- 
triebstemperaturbereich des Moduls sowie fur eine Einwirkung 
zusatzlicher def ormierender Krafte auf die Verbindungs- 
schicht, wie etwa Erschutterungen oder Fliehkrafte. 

Die Verbindungsschicht besteht demnach insbesondere aus einem 
Material, das eine hohere Festigkeit aufweist als ein her- 
kommliches Gel und das xiber den gesamten Betriebstemperatur- 
bereich des optoelektronischen Moduls nicht verfliefibar ist. 
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Durch die Erfindung konnen Schwankungen eines Abstands zwi- 
schen dem Halbleiterbauelement und der optischen Einrichtung, 
die beispielsweise bei Temper atur schwankungen in Kombination 
mit Materialien des Halbleiterbauelementes und der optischen 
Einrichtung von unterschiedlichen Ausdehnungskoef f izienten 
auftreten konnen, wirkungsvoll ausgeglichen werden. Bei einer 
Vergrofierung des Abstandes etwa dehnt sich die zusammenge- 
druckte Verbindungsschicht aus und minimiert somit das Risiko 
der Bildung eines Luftspaltes zwischen dem Halbleiterbauele- 
ment und der Strahlungskoppelf lache . 

Die optische Einrichtung hat den Zweck, elektromagnetische 
S t r ahl ung, die von dem Halbleiterbauelement emittiert oder 
empfangen wird, zumindest teilweise umzulenken. Sie kann etwa 
eine Linse zum Verdichten oder Aufweiten eines Kegels der e- 
lektromagnetischen Strahlung sein, oder z.B- auch ein Prisma . 

In einer vorteilhaf ten Ausf lihrungsf orm des optoelektronischen 
Moduls weist die Verbindungsschicht eine Mindestdicke von 3 0 
jim, bevorzugt von 100 iim auf . Besonders bevorzugt weist die 
Verbindungsschicht eine Dicke von groSer als oder gleich 150 
[im und kleiner als oder gleich 350 fxm auf. Eine derartige Di- 
cke ist vorteilhaft damit das Halbleiterbauelement und die 
optische Einrichtung derart gegen die Verbindungsschicht ge- 
driickt werden konnen, dass zwischen ihnen kein Luftspalt 
bleibt und die Verbindungsschicht eine ausreichend starke 
Kraft erzeugt, dass Abstands schwankungen und Ausdehnungsun- 
terschiede bestmoglich ausgeglichen werden konnen. 

Die Verbindungsschicht weist bevorzugt einen Lack, besonders 
bevorzugt einen Platinenlack auf, wobei unter „Platinenlack'^ 
ein Lack zu verstehen ist, der sich als Schutzlack fur Lei- 
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terplatten eignet. Im Gegensatz zu einer Verwendung eines Ge- 
les kann bei der Verwendung eines geeigneten Platinenlackes 
auf den Standardprozefi der Lackierung zuruckgegrif f en werden, 
wodurch sich der Pert igungsauf wand sowie die Fertigungskosten 
deutlich reduzieren lassen. 

Bei einer weiteren vorteilhaf ten Ausf uhrungsf orm ist eine O- 
berflache des Tragerelementes zumindest teilweise zum Schutz 
vor aufieren Einflussen mit einem Material beschichtet , das 
auch in der Verbindungsschicht enthalten ist. ZweckmaSiger- 
weise kann hierfiir ein geeigneter Platinenlack verwendet wer- 
den, das heifit der Platinenlack ist sowohl auf einer Oberfla- 
che des Tragerelementes als auch zwischen dem Halbleiterbau- 
element und der optischen Einrichtung auf gebracht . Dadurch 
konnen Kosten eingespart werden, da durch eine Material - 
schicht zwei Funktionen erfullt werden. 

Ein Bre Chungs index der Verbindungsschicht ist in einer beson- 
ders zweckmaSigen Ausf uhrungsf orm des Moduls an einen Bre- 
chungsindex von einem an die Verbindungsschicht angrenzenden 
Material des Halbleiterbauelementes und/oder an einem Bre- 
chungsindex von einem an die Verbindungsschicht angrenzenden 
Material der optischen Einrichtung angepasst. 

Die optische Einrichtung weist mit Vorteil refraktive 
und/oder reflektive Elemente auf. 

Besonders bevorzugt ist das Halbleiterbauelement ein Lumines- 
zenzdioden-Bauelement . Hierbei handelt es sich in einer vor- 
teilhaften Ausf uhrungsf orm um ein oberf lachenmontierbares 
Halbleiterbauelement . 
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Bei einem Verfahren der eingangs genannten Art wird erf in- 
dungsgemalS vor dem Montieren der optischen Einrichtung eine 
aushartbare und im ausgeharteten Zustand strahlungsdurchlas- 
sige und verforrabare Masse zumindest liber der Strahlungskop- 
pelflache des Halbleiterbauelementes auf gebracht . Nachfolgend 
wird die aufgebrachte Masse zumindest teilweise ausgehartet 
Oder ausharten gelassen. Die optische Einrichtung und das 
Halbleiterbauelement werden in einem weiteren Verfahrens- 
schritt derart relativ zueinander fixiert, dass sie gegenein- 
ander gedriickt sind und die Masse dadurch derart gequetscht 
ist, dass sie eine Kraft erzeugt, die bestrebt ist die opti- 
sche Einrichtung und die Strahlungskoppelf lache auseinander 
zu drucken . 

Bezuglich dem Ausdruck „gegeneinander gedriickt gilt auch im 
Zusammenhang mit dem Verfahren das vorhergehend im Zusammen- 
hang mit dem optoelektronischen Modul Ausgefiihrte. Das glei- 
che gilt fur den Gegenstand der verformbaren Masse. 

Die Masse wird zweckmaSigerweise in Form einer Schicht mit 
einer Mindestdicke von 3 0 jim, bevorzugt von 100 jxra auf ge- 
bracht . Besonders bevorzugt wird die Masse in Form einer 
Schicht auf gebracht, die eine Dicke von groSer als oder 
gleich 150 /xm und kleiner als oder gleich 350 /im aufweist. 

Die Masse weist bevorzugt einen Lack, besonders bevorzugt ei- 
nen Platinenlack auf, der in einem ausgeharteten Zustand ver- 
formbar, beispielsweise weitestgehend elastisch verformbar 
ist. Wie welter oben bereits erwahnt lasst sich ein Lack, 
insbesondere ein Platinenlack wesentlich kostengiinstiger und 
mit wesentlich geringerem Aufwand aufbringen als etwa ein 
Gel . 
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In einer besonders zweckmaSigen Ausf uhrungsf orm des Verfah- 
rens wird die Masse zum Schutz vor aufieren Einfliissen zumin- 
dest auf einen Teil einer Oberflache des Tragerelementes auf- 
gebracht - Dies laiSt sich mit einem Lack, insbesondere mit ei- 
nem Platinenlack besonders zweckmaSig bewerkstelligen. 

Das Aufbringen der Masse auf die Strahlungskoppelf lache und 
auf die Oberflache des Tragerelementes erfolgt mit besonderem 
Vorteil in einem einzigen Verf ahrensschritt . 

Weitere Merkmale, Vorteile und ZweckmaKigkeiten der Erfindung 
ergeben sich aus den im folgenden in Verbindung mit den Figu- 
ren 1 und 2 beschriebenen Ausf uhrungsbeispielen . Es zeigen: 

Figur 1 einen Ausschnitt einer schematischen Schnittansicht 
eines optoelektronischen Moduls bei einem Verf ahrensstadium 
eines Ausf uhrungsbeispiels des Verfahrens, und 

Figur 2 einen Ausschnitt einer schematischen Schnittansicht 
eines Ausf uhrungsbeispiels des optoelektronischen Moduls. 

In den Ausf uhrungsbeispielen und Figuren sind gleiche oder 
gleichwirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen Bezugs- 
zeichen versehen. Die dargestellten Elemente der Figuren sind 
nicht als mafistabsgerecht anzusehen, vielmehr konnen sie zum 
besseren Verstandnis teilweise iibertrieben groK dargestellt 
sein. 

Das in Figur 1 ausschnittsweise dargestellte optoelektroni- 
sche Modul weist ein Tragerelement 1 auf, auf dem ein Halb- 
leiterbauelement 2 aufgebracht ist. Das Tragerelement umfasst 
elektrische Anschlusselektroden 41, 42, an denen das Halblei- 
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terbauelement 2 jeweils mit Gehauseanschlussleitungen 17, 18 
mittels einem Lot 15 elektrisch leitend angeschlossen ist . 

Das Halbleiterbauelement ist beispielsweise ein Licht emit- 
tierendes Bauelement. Es weist einen Gehausegrundkorper 11 
auf, in den ein Leuchtdiodenchip 10 derart montiert ist, dass 
seine elektrischen Anschlussseiten elektrisch leitend mit den 
Gehauseanschlussleitungen 17, 18 verbunden sind. Beispiels- 
weise ist eine Riickseite des Leuchtdiodenchips 10 an einer 
ersten Gehauseanschlussleitung 17 angelotet und eine Vorder- 
seite mittels einem Bonddraht 13 mit einer zweiten Gehausean- 
schlussleitung 18 elektrisch leitend verbunden. Der Leuchtdi- 
odenchip 10 ist mit einer Vergussmasse 14 vergossen, deren 
von dem Gehause abgewandte Aufienflache eine Strahlungskoppel- 
flache 16 bildet, uber die aus dem Halbleiterbauelement 2 bei 
dessen Betrieb erzeugtes Licht ausgekoppelt wird. 

Alternativ kanji das Halbleiterbauelement 2 beispielsweise 
auch ein Detektor fur elektromagnetische Strahlung sein. In 
diesem Fall wird auf das Halbleiterbauelement 2 einfallende 
elektromagnetische Strahlung entsprechend an der Strahlungs- 
koppelflache 16 in das Halbleiterbauelement 2 eingekoppelt . 

Derartige Halbleiterbauelemente sind dem Fachmann allgemein 
bekannt und werden von daher an dieser Stelle nicht weiterge- 
hend beschrieben. 

Das optoelektronische Modul kann nur eines oder auch eine 
Mehrzahl derartiger Halbleiterbauelemente 2 zum Emittieren 
Oder Detektieren von elektromagnetischer Strahlung aufweisen. 
Daneben konnen auch weitere, andersartige Bauelemente wie et- 
wa Widerstande, Kondensatoren und/oder Induktivitaten auf dem 
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Tragerelement 1 aufgebracht und/oder elektrisch leitend mit 
diesem verbunden sein. 

Sowohl auf Teilen der Oberf lache des Tragerelementes 1 als 
auch auf der Strahlungskoppelf lache 16 des Halbleiterbauele- 
mentes 2 ist eine strahlungsdurchlassige, verformbare Masse 
in Form einer Schicht aufgebracht. 

Auf der Oberf lache des Tragers dient diese Schicht als eine 
Schutzschicht 7 und kann dabei auch auf etwaig vorhandene, 
oben bereits erwahnte andersartige Bauelemente aufgebracht 
sein. Sie schiitzt die Oberf lache des Tragers und gegebenen- 

falls die andersartigen Bauelemente vor auSeren Einflussen. 

Auf der Oberflache des Halbleiterbauelementes 2 dient die 
Schicht als eine Verbindungsschicht 6, mittels der das Halb- 
leiterbauelement und eine optische Vorrichtung 3, die liber 
der Strahlungskoppelf lache 16 angeordnet wird (siehe Figur 
2) , optisch miteinander verbunden werden konnen. 

Die Schutzschicht 7 und die Verbindungsschicht 6 bestehen 
z.B. aus einem gleichen Material, beispielsweise aus einem 
geeigneten Platinenlack, und werden z.B. beide in einem ein- 
zigen Verf ahrensschritt aufgebracht . Dadurch wird etwa durch 
einen Standardprozess der Platinenlackierung vorteilhaf ter- 
weise ohne signif ikanten Mehraufwand neben der Schutzschicht 
7 gleichzeitig auch die Verbindungsschicht 6 erzeugt. 

Ein geeigneter Platinenlack ist strahlungsdurchlassig, in ge- 
hartetem Zustand verformbar und lasst sich zudem bevorzugt in 
einer ausreichend dicken Schicht aufbringen, damit sich das 
optisches Element 3 derart gegen die Verbindungsschicht 6 

pressen lasst, dass sich die Verbindungsschicht verformt und 
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dass kein Luftspalt zwischen dem optischen Element 3 und der 
Verbindungsschicht besteht . 

Die Verbindungsschicht hat beispielsweise eine Dicke von 3 00 
^tm und besteht z.B. aus einem Silikonlack. Hierzu ist etwa 

der Dickschichtlack DSL 1706 FLZ der Firma Lackwerke Peters 
GmbH Sc Co KG geeignet . Er basiert auf Polyorganosiloxan und 
weist eine schnelle Kondensationsvernetzung bei Raumtempera- 
tur auf - 

Fur eine gute optische Verbindung von dem Halbleiterbauele- 
ment 2 und der optischen Einrichtung 3 ist der Brechungs index 
des Materials der Verbindungsschicht 6 weitestgehend an die 
Brechungsindizes der Vergussmasse 14 und der optischen Ein- 
richtung 3 angepasst, d-h. er ist ungefahr gleich diesen, o- 
der, wenn sich die Brechungsindizes der Vergussmasse 14 und 
der optischen Einrichtung 3 deutlich voneinander unterschei- 
den, er liegt zwischen ihnen. 

Nachdem die Verbindungsschicht 6 ausgehartet ist, wird eine 
optische Einrichtung 3 derart liber der Strahlungskoppelf lache 
16 des Halbleiterbauelementes 2 montiert, dass die Verbin- 
dungsschicht 6 gequetscht wird. Hierzu weist das Tragerele- 
ment 1 beispielsweise zwei oder mehr senkrecht zu einer 
Haupterstreckungsebene des Tragerelementes 1 ragende Montier- 
stabe 8 mit einem Gewinde auf. 

Die optische Einrichtung 3 ist z.B. eine optische Konvexlinse 
mit seitlichen Verlangerungen, in die Locher eingebracht 
sind. die optische Einrichtung wird derart montiert, dass die 
Montierstabe 8 durch die Locher gefiihrt werden. Nachfolgend 
wird die optische Einrichtung mittels Muttern 9 fixiert, so 
dass sie gegen die Verbindungsschicht gedriickt ist, was in 
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Figur durch Pfeile an der optischen Einrichtung angedeutet 
ist. Dadurch ist die Verbindungsschicht zusammengedruckt bzw. 
zusammengequetscht . Im verformten Zustand ist die Verbin- 
dungsschicht 6 zudem in ihrer Haupterstreckungsebene etwas 
auseinandergepresst (vergleiche Figur 1 mit Figur 2) . 

Die optische Einrichtung kann alternativ zu der in Figur 2 
dargestellten Linse refraktive und/oder reflektive Elemente 
auf weisen. 

Zudem ist es moglich, die Verbindungsschicht auch auf die dem 
Halbleiterbauelement zugewandte Seite 2 0 der optischen Ein- 
richtung 3 aufzubringen und die optische Einrichtung zusammen 
mit der Verbindungsschicht 6 uber der Strahlungskoppelf lache 
16 zu montieren. Es ist jedoch bevorzugt, die Verbindungs- 
schicht 6 zunachst liber der Strahlungskoppelf lache 16 aufzu- 
bringen und nachfolgend erst die optische Einrichtung 3 liber 
der Verbindungsschicht 6 zu montieren. 

Zwischen der Verbindungsschicht 6 und der Strahlungskoppel- 
flache 16 oder der optischen Einrichtung 3 konnen noch weite- 
re Elemente angeordnet sein, d.h. die Verbindungsschicht muS 
nicht zwingend direkt an die Strahlungskoppelf lache 16 oder 
die optische Einrichtung 3 anschlieSen. 

Der Schutzumfang der Erfindung ist nicht durch die Beschrei- 
bung der Erfindung anhand der Ausf uhrungsbeispiele be- 
schrankt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal 
sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede 
Kombination von Merkmalen in den Patentanspriichen beinhaltet, 
auch wenn diese Kombination nicht explizit in den Patentan- 
spriichen angegeben ist . 
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Pa t ent anspruche 

1. Optoelektronisches Modul, umfassend: 

— ein Tragerelement , das elektrische Anschlusselektroden und 
elektrische Leitungen aufweist, 

— mindestens ein auf dem Tragerelement auf gebrachtes und an 
Anschlusselektroden des Tragerelementes elektrisch ange- 
schlossenes Halbleiterbauelement zum Emittieren oder De- 
tektieren von elektromagnetischer Strahlung, das eine 
Strahlungskoppelf lache aufweist, und 

— mindestens eine optische Einrichtung, die dem Halbleiter- 
bauelement zugeordnet ist, 

dadurch gekennzeichnet , dass 

in einem Spalt zwischen der Strahlungskoppelf lache und der 
optischen Einrichtung eine Verbindungsschicht aus einem 
strahlungsdurchlassigen, verformbaren Material angeordnet 
ist, wobei die optische Einrichtung und das Halbleiterbauele- 
ment derart relativ zueinander fixiert sind, dass sie gegen- 
einander gedriickt sind und dass die Verbindungsschicht da- 
durch derart geguetscht ist, dass sie eine Kraft erzeugt, die 
bestrebt ist die optische Einrichtung und die Strahlungskop- 
pelf lache auseinander zu driicken. 

2. Optoelektronisches Modul nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Verbindungsschicht eine Dicke von mindestens 3 0 /zm, 
bevorzugt von mindestens 100 fim aufweist. 

3 . Optoelektronisches Modul nach Anspruch 2 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Verbindungsschicht eine Dicke von groJSer als oder 
gleich 150 /^m und kleiner als oder gleich 350 /zm aufweist. 

4. Optoelektronisches Modul nach einem der vorhergehenden An- 
sp ruche , 

dadurch gekennzeichnet. 
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dass die Verbindungsschicht einen Lack, bevorzugt einen Pla- 
tinenlack aufweist, der in einem ausgeharteten Zustand ver- 
f ormbar ist . 

5 . Optoelektronisches Modul nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche , 

dadurch gekennzeichnet , 

dass eine Oberflache des Tragerelementes zumindest teilweise 
zum Schutz vor auSeren Einfliissen mit einem Material be- 
schichtet ist, das auch in der Verbindungsschicht enthalten 
ist . 

6 . Optoelektronisches Modul nach einem der vorhergehenden An- 
spruche , 

dadurch gekennzeichnet , 

dass ein Brechungs index der Verbindungsschicht an einen Bre- 
chungsindex von einem an die Verbindungsschicht angrenzenden 
Material des Halbleiterbauelementes und/oder an einen Bre- 
chungsindex von einem an die Verbindungsschicht angrenzenden 
Material der optischen Einrichtung angepasst ist. 

7 . Optoelektronisches Modul nach einem der vorhergehenden An~ 
spruche , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die optische Einrichtung refraktive und/oder reflektive 
Elemente aufweist . 

8 . Optoelektronisches Modul nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das Halbleiterbauelement ein Lumineszenzdioden- 
Bauelement ist. 

9 . Optoelektronisches Modul nach einem der vorhergehenden An- 
spruche , 

dadurch gekennzeichnet , 
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dass das Halbleiterbauelement ein oberf lachenmontierbares 
Bauelement ist. 

10. Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Moduls 
mit mindestens den Verf ahrensschritten: 

- Bereitstellen 

— eines Tragerelementes , das elektrische AnschluEe- 
lektroden und elektrische Leitungen aufweist, 

— eines Halbleiterbauelement es zum Emittieren oder De- 
tektieren von elektromagnetischer Strahlung, das eine 
Strahlungskoppelf lache auf weist , und 

— einer optischen Einrichtung, 

- Aufbringen des Halbleiterbauelementes auf dem Tragerele- 
ment und elektrisches Anschliefien des Halbleiterbauelemen- 
tes an die AnschluSelektroden, und 

- Montieren der optischen Einrichtung uberhalb der Strah- 
lungskoppelf lache des Halbleiterbauelements, 

dadurch gekennzeichnet , 

- dass vor dem Montieren der optischen Einrichtung eine aus- 
hartbare und im ausgeharteten Zustand strahlungsdurchlas- 
sige und verformbare Masse zumindest liber der Strahlungs- 
koppelflache des Halbleiterbauelements aufgebracht wird, 

- dass die aufgebrachte Masse zumindest teilweise ausgehar- 
tet wird oder Ausharten gelassen wird, und 

- dass die optische Einrichtung und das Halbleiterbauelement 
derart relativ zueinander fixiert werden, dass sie gegen- 
einander gedriickt sind und die Masse dadurch dass die Ver- 
bindungsschicht dadurch derart gequetscht ist, dass sie 
eine Kraft erzeugt, die bestrebt ist die optische Einrich- 
tung und die Strahlungskoppelf lache auseinander zu drii- 
cken • 

11. Verfahren nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Masse in Form einer Schicht aufgebracht wird, die 
eine Dicke von mindestens 3 0 /zm, bevorzugt von mindestens 10 0 
lim aufweist- 
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12. Verfahren nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Masse in Form einer Schicht aufgebracht wird, die 
eine Dicke von groSer als oder gleich 150 fxm und kleiner als 
Oder gleich 350 /im auf weist - 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Masse einen Lack, bevorzugt einen Platinenlack auf- 
weist, der in einem ausgeharteten Zustand verformbar ist. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Masse zum Schutz vor auSeren Einfliissen zumindest 
auf einen Teil einer Oberflache des Tragerelementes aufge- 
bracht wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Aufbringen der Masse auf die Strahlungskoppelf lache 
und auf die Oberflache des Tragerelementes in einem einzigen 
Verf ahrensschritt erf olgt . 
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